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onri * LOS 85-257644/42 * EP -158-181-A 

Pretreating carbon filament surface for silicon web prodn. - e.g. by 
h#»Atin« in halogen or noble gas or corona discharge In air 

SIEMENS AG 09. 04.84-DE -413355 

miXl5(Ul2) (16.10.85) C30b-15 
20.03% « 103257 (1698MR) (G) DE3226931 DE 3010557 DE3231326 

P S-frStntfnt^f the surface of the C-filaments used for Si-web 
Soon, which may be integrated into the prodn -process, consists of 
S Cheating at about 2500 deg.C in a stream of halogen or noble gas, 
or of firing in air in a H2/02 gasflame, or of exposure to a Corona- 
discharge in air. This process may be repeated. 

USE/ADVANTAGE - Treatments improve wetting of the 
filaments by Si and accelerate SiC-formation, reducing micro- 
cracks caused by the large difference in expansion-coefft. between 
Si and C. The method is used for the prodn. of Si forj solar-cells, which 
incorporates the C-based filament-network. (5pp Dwg.No.0/0) 
CSS- 111501 , — 



SHIZ * IMZ 85-257649/42 — - • - 

Composite material of low expansion - is made from a metal and a 

Uthium-aJumlnlum-silicon oxide mineral powder 

SHENAGAWA REFRACT 06.08.84-JP -164363 (11.04.84- JP -072110) 
M22 (16.10.85) C22C-29 C22C-32 
21 03 85 as 103317 ( + 13.7.84. 26.7.84-JP -145360, 156177) (1550PW) (E) 
No-SR.Pub E(DE FR IT SE) 

Composite of low thermal expansion comprises a matrix contg. 40-90 
wt.% of one or more of Fe, Cu, Ni. Co. Mo, Ti, Cr, Al. Mn Si. Zn Be 
and W and alloys of two or more these; and 10-60 wt.% powdery U20- 
A1203-S102 mineral. a . _ 

The matrix may also contain up to 10 wt.% of one or more ot 
carbide; nitride, oxide and boride powders. The matrix may be 
reinforced with fibres or whiskers of glass, ceramic, metal or metal 
ceramic. . . . 

USE/ ADVANTAGE - In instruments, bimetals, watches. 
Composite has low thermal expansion, far lower density than Invar, 
low thermal hysteresis, high strength and low cost. (39pp: 
Dwg.No.0/0) 

C85-111502 
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„ uqTcrystal phase comorises (A) at least one cpd. (I), ui). u±i) or 
(IV) in which Rl and R2 are R, (a), (b) or (c). R is 1-12C alkyl inwhich 
one or two non-adjacent CH2 gps. may be replaced by -O-, -CO-. -O- 
CO- or -CO-O-. and R3 and R4 are R or (a) and/or at least one 
component (B) chosen from cpds. (V) and (VI) in which Q Is (d) or (e) 
and Zl is (d), a simple bond. -CH2CH2-. -CO-O- or -O-CO-; at least one 
component (Q chosen from cpds. (VII). (VHD, (IX) and (X) in which 
R7 is (f) or R8 where R8 is 1-12C alkyl in which one or two non- 
adjacent CH2 gps. may be replaced by -O- or -CO-; opt. one or more 
components (D) chosen from cpds. (XI). (XII) and (XIH) in which R5 
and R6 independently are 1-12C alkyl in which one or two non- 
adjacent CH2 gps. may be replaced by -O-, -CO-, -O-CO- or -CO-O-; 
and opt. one or more components (E) chosen from cpds. (XTV) and 
(XV) in which R9 is R, (f), (b) or when n is 2, R9 may also be CN; n is 2 
and A is 1,4-phenylene gp. which is opt. fiuorinated in the 2- or 3- 
position. 

USE/ADVANTAGE - The compsns. have an advantageous 
combination of properties, and esp. a wide meso phase region and 
low optical anisotropy. They are esp. useful In the prodn. of 
electroootlcal display elements. (63pp Dwg.No.0/0) 
CS5-111527 
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BAD I * L03 85-257691/42 ★ EP -158-240- A 

Cobalt-doped isotropic magnetic iron oxide prodn. - by acid process, 
redn. and oxidn. with pptn. in presence of cobalt and phosphate ions, 
use nil in recording media 

BASF AG 12.04.84-DE -413752 
E31 T03 V02 (16.10.85) C01g-49/02 
28.03.85 as 103773 (016MR) (G) No-SR.Pub E(DE FR GB NL) 
Process concerns the prodn. of isotropic magnetic Fe oxide (I) contg. 
Co. based on gamma-Fe203 contg. 2-7 wt.% Co-H ions and less than 2 
wt.% Fe-II ions, with a particle length of 0.08-0.30 micron and 
length/thickness ratio of 1.5-3.5 and a specific remanent 

magnetisation after saturation of at least 60 nlm3/g. 

The novel features are as foUows. (a) An alpha-FeOOH (II) contg. 
Co is prepd. by reacting FeS05 in the presence of Co- II and 
phosphate ions in acid aq. phase by the conventional acid process. 
After filtration, washing and drying, this is (b) reduced to magnetite 
contg. Co by heating in a reducing and then (c) oxidised to (I) is in 

oxidising atmos. jj ^ . _ . 

In stage (a), 0.3-1.2 wt.% phosphate ions are added w.r.t. (ii) ana 
the temp, is 20-50 deg.C 20-50% of the divalent metal ions are pptd. In 
a first stage and the pH Is adjusted to 4.5-5.5 in a second stage. 

USE/ADVANTAGE - (I) is claimed for the prodn. of magnetic 
recording media. The process Is simple and economical, uses 
available raw materials and gives (I) suitable for recording media 
with high coercivity and esp. narrow switching field distribution 
(SFD) of the individual magnetic particles and also advantageous 
geometrical dimensions. (14pp Dwg.No.0/0) 

C85-U1522 



MERE ★ L03 85-257701/42 * EP 158-252-A 

Liq. crystal mixts. - with broad mesophase region and low optical 
anisotropy 

MERCK PATENT GMBH 14. 09. 84-DE -433708 (07. 04.84-DE 
413148) 

(1 6.10.85) C07C-L21/46 C07d-3l 9/06 C09k-l9/30 
01.04.85 as 103893 (513SE) (G) No-SR.Pub E(CH DE FR GB LI) 



DETA * L01 85-257763/42 *EP -158-318- A 

Tin di: oxide interference film prodn. for Interference filter - by 
sputtering using tin target contg. Gp/V metal, esp. antimony to 
increase life 

FLACHGLAS AG DELOG-DETAG 11. 04.84-DE -413587 
M13 P81 (16.10.85) C03C-17/24 C23C-14/08 G02b-01/10 
09.04.85 as 104275 (016TM) (G) No-SR.Pub 

In the prodn. of Sn02 interference fllm(s) of an interference filter 
with heat-reflecting Au, Ag or Cu fllm(s) and Sn02 interference 
films, esp. as heat- re flee ting coating on panes of glass etc., by 
reactive 'Magnetron' (RTM) sputtering, the Sn target used contains 
gp. Va or Vb metal(s). Pref . the target contains 0.3-4, pref . ca. 1 wt.% 
additive, esp. Sb. ADVANTAGE - The additive increases life of the 
filter, without impairing its quality, (llpp Dwg.No.0/0) 
C85-U1562 _ 



NUKE LOS 85-093953/16 = EP -158-352- A 

Electrodynamic transducer • with epoxy resin carrier for protective 
cap over pole shoe windings 

NUKEMGMBH 13. 04.84-DE -414071 
A85S03 V06 (16.10.85) *DE 3414071 -C G01n-29/04 
11.04.85 as 104397 (39SE) (G) No-SR.Pub E(DE FR GB IT NL SE) 
An electrodynamic transducer for use in the non-destructiye testing 
of workpieces by ultrasound is fitted iwth exciter and receiver coUs 
on a pole shoe with a cover on the side facing the workpiece. The 
protective cap Is surrounded at least partly by an element of higft 
impact strength and little wear, pref. a surface welded matrix with 
embedded cemented carbide particles. 

More specifically the transducer head which is to be applied to a 
workpiece (14), e.g. a tube, has an internal pole shoe with a tapered 
section (16). The face (18) of the pole shoe is covered by a protective 
cap (20), surrounded by a sliding element (22). The latter consists of a 
base (24) and hard faced sections (26) of a c^bon steel with 
embedded cemented carbide particles (2000 HV). The carrier j36) for 
the cap (20) is made pref. of a tissue reinforced epoxy resin nuxi. 
(15PP) 
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TI - Tin di: oxide interference film prodn. for interference filter - by- 
sputtering using tin target contg. Gp-V metal, esp. antimony to 
increase life 

DC - L01 M13 P81 
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AB - EP-158318 In the prodn. of Sn02 interference film(s) of an 

interference filter with heat -reflecting Au, Ag or Cu film(s) and SnO 
interference films, esp. as heat-reflecting coating on panes of glass 
etc., by reactive 1 Magnetron' (RTM) sputtering, the Sn target used 
contains gp. Va or Vb metal (s). Pref . the "target contains 0.3-4, pref 
ca. 1 wt.% additive, esp. Sb. ADVANTAGE - The additive increases life 
of the filter, without impairing its quality, (llpp Dwg.No.0/0) 

DEAB- DE3413587 Sn dioxide interference coating is mfd. for an 

interference filter, having a heat-reflecting Au, Ag, or Cu coating a 
well as at least one Sn oxide interference coating, partic. for windo 
glass reflective coatings. The coating is produced by magnetron 
sputtering using a Sn target with a small addn. of at least one metal 
from gpd. Va or Vb of the periodic system. The addn. is pref. Sb and 
comprises 0.3-4, pref. 1 st% w. r.t. the Sn material of the target. Th 
addn. has negligible effect on the absorption of visible light with 
coatings in the range up to 60 nm thick. 

ADVANTAGE - Extended life for the coating process by avoiding 
interference with cathqde operation. (4pp) 

EPAB- EP-158318 1. A process for making tin dioxide interference layer (s 
for an interference filter comprising at least one heat-reflecting 
gold, silver or copper layer and at least one tin dioxide inter ferenc 
layer, more particularly as a heat-reflecting coating for a pane of 
glass or the like, by reactive magnetron sputtering using a tin 
target, characterised in that the tin target used for the reactive 
magnetron atomization contains an addition of at least one metal of 
groups Va or Vb of the periodic system. (4pp) 
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@ Verf ahren zum Herstellen der Zinndioxid-lnterferenzschicht(en) irrsbesondere von warmereflektierend beschichteten 
Glasscheiben durch reaktive MAGNETRON-Zerstaubung, 2inn target zu seiner Durchfuhrung sowie mit einer danach 
hergestelhen Zinndioxidschicht verse hene warmereflektierende Glasscheibe. 

© Verfahren zum Herstgellen der Zinndioxid-lnterferenz- 
schicht(en) eines wenigstens eine warmereflektierende Gold-, 
Silber- oder Kupferschicht sowie wenigstens eine Zinndioxid- 
Interferenzschicht aufweisenden Interferenzfilters, insbeson- 
dere als warmereflektierende Beschichtung einer Glas- 
scheibe Oder dergleichen, durch reaktive MAGNETRON- 
Zerstaubung unter Verwendung eines Zinntargets, dadurch 
gekennzeichnet, daB fur die reaktive MAGNETRON-Zer- 
staubung ein Zinntarget verwendet wird, welches einen Zu- 
satz wenigstens eines Metalles aus den Gruppen V«oder V b 
des Period ischen Systems enthalt, Zinntarget zur Durchfuh- 
rung des Verfahrens sowie danach hergestellte warmere- 
flektierend beschichtete Glasscheibe. 
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FLACHGLAS AKT I ENGES ELLS CRAFT , Otto-Seeling-Promenade 10-14, 
8510 Fiirth/Bayern 

Verfahren zum Herstellen der Zinndioxid-Interf erenzschicht (en) 
insbesondere von wa r me re f lek t i er end beschichteten Glas- 
scheiben durch reaktive MAGNETRON— Zerstaubung 9 Zinntarget 
zu seiner Durchfuhrung sowie mit einer danach hergestellten 
Zinndioxidschicht versehene warmeref lektierende Glasscheibe 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen der Zinn- 
dioxid-Interf erenzschicht (en) eines wenigstens eine warme- 
ref lektierende Gold-, Silber- oder Kupf erschicht sowie 
wenigstens eine Zinndioxid-Interf erenzschicht aufweisenden 
Interferenzfilters, ein Zinntarget zur Durchfuhrung dieses 
Verfahrens sowie eine mit einer nach diesem Verfahren her- 
gestellten Zinndioxidschicht versehene warmeref lektierende 
Glasscheibe . 
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Bei der Herstellung der gattungsgemaBen Inter ferenzf liter 
hat sich als Vakuum-Beschichtungsverf ahren insbesondere 
die MAGNETRON-ZerstMubung (US-PS 41 66 018) bewahrt. Sie 
zeichnet sich namlich durch hohe Beschichtungsraten aus. 
Dieses Verfahxen ermoglicht in besonders wirtschaf tlicher 
Weise die Herstellung der bei solchen Filtern verwendeten 
Interferenzschichten- Als Material dafiir ist insbesondere 
Zinndioxid geeignet. Zinndioxidschichten lassen sich namlich 
mit hohen Zerstaubungsraten nach dem Verfahren der reak- 
tiven MAGNETRON— Ze rs taubung herstellen. Bei diesem Verfahren 
erfolgt die Zerstaubung von Zinntargets in einer Gas- 
atmosphare, welche Sauerstoff enthSlt, wobei sich durch 
den reaktiven ProzeB auf dem Substrat eine Zinndioxid- 
schicht bildet. 

Bei der Herstellung der Zinndioxid-Interferenzschicht (en) 
von wenigstens eine Gold-, Silber- oder Kupf erschicht 
aufweisenden Interf erenz filtern , wie sie insbesondere 
als warraeref lektierende Beschichtung von Glasscheiben 
verwendet werden, durch reaktive MAGNETRON— Zerstaubung 
von Zinntargets treten bei langerer Betriebszeit Storungen 
im BeschichtungsprozeB auf. Diese Storungen ergeben sich - 
nach vorheriger Reinigung der Anodenbleche - nach einer 
Betriebszeit der Kathoden von etwa SO Stunden, wenn der 
BeschichtungsprozeB mit der aus wirtschaf tlichen Grunden 
erforderlichen moglichst hohen AufstSubrate der Zinn- 
dioxidschicht von etwa 40 8/sec. durchgefuhrt wird. Bei 
entsprechend niedrigen Auf staubraten dauert es entsprechend 
langer, bis die Storungen im BeschichtungsprozeB ein- 
setzen* 
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Dabei kommt es in Verbindung mit einem elektrischen Uber- 
schlag von der Targetoberf lache zu den seitlich angeordneten 
Anoden zu lokalen Schichtbeschadigungen in Form von Flecken 
von mehreren Zentimetern Ausdehnung auf dem beschichteten 
Substrat. Diese Flecken haben z.B. ein blauliches , visuell 
stark storendes Aussehen, wenn bei einem Interf erenzf ilter , 
bei welchem die warmeref lektierende Silberschicht beid- 
seitig in Zinndioxid-Schichten eingebettet ist, auf die 
Silberschicht die auBere Interf erenzschicht aus Zinndioxid 
unter Auftreten dieser Storungen aufgebracht wird. 

Auslosendes Element fur die Schichtstorungen ist in alien 
Fallen ein elektrischer Oberschlag von der Targetober- 
f lache zu den seitlich angeordneten Anoden. Solche tiber- 
schlage in Form einer lokalen Lichtbogenentladung konnen 
bei Dauerbetrieb der Kathoden in gewissen Zeitabstanden 
immer auftreten. Dafur gibt es verschiedene Ursachen, wie 
z.B. eine Porositat der Targetoberf lache oder Beschichtungs- 
material, welches sich von den Anodenoberf lachen oder an- 
deren Abschirmblechen lost und auf die Targetoberf lache 
fallt. 

Ein solcher Uberschlag beeintrachtigt an und fiir sich die 
Schichtgualitat noch nicht in storendem MaBe. Durch die 
elektronische Schutzschaltung der Sputterversorgung wird 
namlich die Lichtbogenentladung durch Abschaltung der an 
der Kathode liegenden Spannung sofort geloscht. Nach einer 
Abschaltzeit von einigen 10 Millisekunden wird dann das 
Entladungsplasma wieder geziindet. Auch die durch diese 
Abschaltzeit ausgeloste Unterbrechung des Beschichtungs- 
prozesses ist dabei noch so kurzzeitig, daB dadurch keine 
storenden Schichtdickenschwankungen hervorgeruf en werden. 
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Storende SchichtverSnderungen in Verbindung mit einem elek- 
tr is chen Uberschlag ergeben sich - wie bereits ausgefiihrt - . 
erst nach langerer Betriebszeit der Kathode. Die Ursachen 
dafur sind nicht bekannt. Wir vermuten, daB ein Zusammen- 
hang besteht mit den sich im Laufe der Zeit bei Durch - 
fiihrung des reaktiven Beschichtungsprozesses auf den seit- 
lichen Anodenoberf ISchen bildenden Ablagerungsschichten. 
Bei diesen Ablagerungen handelt es sich um Zinnmaterial, 
das durch die Wechselwirkung mit dem reaktiven Plasma 
wahrend der Diffusion zu diesen Flachen zumindest teil- 
weise oxidiert wird. Die Zusammensetzung dieser Abl age rungs- 
schichten ist nicht genau bekannt. 

Es wird vermutet, dafi diese Ablagerungsschichten eine elek- 
trische Isolationswirkung auf weisen , venn ihre Dicke einen 
Mindestwert uberschreitet . Es zeigen sich namlich auf ihnen 
"blitzartige" Entladungsspuren, wenn es nach der genannten 
Betriebszeit der Kathoden von etwa SO Stunden zu den storen- 
den Schichtf ehlern kommt. Dementsprechend wird man vermuten, 
dafi die mit einem elektrischen tlberschlag von der Targetober- 
f lache zu den Anoden auftretenden lokalen hohen elektrischen 
Strome durch die Ablagerungsschichten hindurch nicht mehr 
ausreichend gut zur darunterliegenden Metallflache abge- 
fiihrt werden. Diese Strombehinderung fiihrt dazu, dafi die 
elektronische Schutzschaltung die Kathode beim Auftreten 
eines Uberschlages nicht mehr sofort abschaltet, weil die 
benotigten Soll-tiberstronrwerte nicht oder nicht schnell 
genug erreicht werden. Die Folge davon konnte sein, dafi 
das lokale intensive Plasma bei der sich ergebenden langeren 
Einwirkungszeit zu Schichtbeschadigungen fiihrt. Hierbei 
handelt es sich aber nur vim eine mogliche Erklarung des 
PhanOTiens, dessen Ursachen letztlich nicht bekannt sind, 
da "sich wegen der Kamplexitat der VorgSnge beim Ziinden 
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derartiger Lichtbogenentladungen nur Vermutungen anstellen 
lassen. 

Insgesamt haben die vorstehend beschriebenen Storungen, insbe- 
sondere die auf die Ablagerungen auf den Anoden zuruckzu- 
fuhrenden, einen negativen EinfluB auf diejenige Betriebs- 
zeit, welche ohne storende Schichtveranderungen bei der Her- 
stellung der entsprechenden Interf erenzf ilter zugelassen 
werden kann . 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren 
der eingangs genannten Art zu schaffen, welches ohne Qualitats- 
beeintrachtigung des herzustellenden Interf erenzf ilters eine 
verlangerte Betriebsdauer fur den BeschichtungsprozeB enrvog- 
licht, wobei auBerdem ein fur die Durchfiihrung dieses Ver- 
fahrens geeignetes Zinntarget sowie eine nach dem Verfahren 
herzustellende warmeref lektierende Glasscheibe angegeben 
werden sollen. 

Erf indungsgemaB wird diese Aufgabe bei einem Verfahren der 
eingangs genannten Art dadurch gelost, daB fur die reaktive 
MAGNETRON- Zerstaubung ein Zinntarget verwendet wird, welches 
einen Zusatz wenigstens eines Metalles aus den Gruppen V^ 
oder Vj^ des Periodischen Systems enthalt. 

Die Erfindung schlagt weiterhin ggf • vor, daB der Zinn- 
targetzusatz zwischen 0,3 und 4 Gew.-%, bezogen auf die 
Zinnmasse, betragt. Dabei kann insbesondere vorgesehen 
sein, daB der Zinntargetzusatz ca, 1 Gew.-%, bezogen auf 
die Zinnmasse des Zinntargets, betragt. 



Eine bevorzugte Ausf iihrungsf orm des Verfahrens nach der 
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Erfindung sieht vor, daB als Zinntargetzusatz Antimon 
verwendet wird . 

Das erf indungsgem^B vorgesehene Zinntarget zur Durchfiihrung 
des erfindungsgeaaBen Verfahrens ist gekennzeichnet durch 
einen Zinntargetzusatz aus wenigstens einem Metall aus den 
Gruppen V a oder V fo des Periodischen Systems. 

Dabei kann vorgesehen sein, daB der Zinntargetzusatz 
zwischen 0,3 und 4 Gew,-%, bezogen auf die Zinnmasse des 
Z inntarget s , betragt . 

Erf indungsgeraaB kann weiterhin ggf • vorgesehen sein, daB 
der Zinntargetschutz ca. 1 Gew.-%, bezogen auf die Zinn- 
masse des Zinntargets, betragt. 

Eine besonders bevorzugte Aus fiihrungs form des erfindungs- 
gemafien Zinntargets ist dadurch gekennzeichnet, daB der 
Zinntargetzusatz Antimon aufweist. 

SchlieBlich ist die erf indungsgemaB vorgeschlagene warme- 
ref lektierende Glasscheibe mit einer wenigstens eine 
wSrmeref lektierende Gold-, Silber oder Kupf erschicht 
sowie wenigstens eine Zinndioxid-Interferenzschicht 
aufweisenden warraeref lektierenden Beschichtung dadurch 
gekennzeichnet, daB die Zinndioxidschicht (en) nach dem 
erf indungsgemaBen Verfahren, wie vorstehend beschrieben, 
hergestellt ist bzw. sind. 
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Der Erfindung liegt die uberraschende Erkenntnis zugrunde, 
daB die Betriebsdauer von MAGNETRON-Kathodenzerstaubungs- 
anlagen beim Aufbringen von Zinndioxid-Interf erenzschichten 
unter Behebung der bi slang beobachteten Kathodenstorungen 
bei Langzeitbetrieb dadurch entscheidend verlangert werden 
kann, daB fur die reaktive Zerstaubung Zinntargets ver- 
wendet werden, welche geringe Zusatze wenigstens einesMetalls aus 
den Gruppen V a und des Periodischen Systems enthalten. 
Diese Zusatze sind dabei so gering, daB bei den erforder- 
lichen Interf erenzschichtdicken von bis etwa 60 nm durch 
den Zusatz in den SnC^-Schichten noch keine Zusatzabsorption 
fur sichtbares Licht ausgelost wird, so daB also die fur 
Interf erenzfilter der in Rede stehenden Art erwunschte 
hohe Lichtdurchlassigkeit erhalten bleibt. 

Nachfolgend ist ein Ausf uhrungsbeispiel der Erfindung im 
einzelnen beschrieben. 

Beispiel 

Zur Herstellung eines als warmeref lektierende Beschichtung 
einer Fensterscheibe dienenden Interferenzf ilters wurde 
eine Silikatglasscheibe in einer MAGNETRON-Kathodenzerstaubungs- 
anlage mit einem Interferenzf ilter des Aufbaus SnC^-Ag-SnC^ 
beschichtet, Es wurde ein Zinntarget verwendet, welches mit 
1 Gew.-%, bezogen auf die Zinnmasse, Antimon dotiert war. 
Auch nach einer Betriebszeit von 100 Stunden wurden beim 
Aufsputtern der Sn0 2 ~Schichten durch die reaktive MAGNETRON- 
Zerstaubung keine erkennbaren Schichtstorungen verursacht, 
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vieliaehr waren die hergestellten Interf erenzf ilter iiber 
die gesamte vorgenannte Betriebsdauer, die mit einer 
bisher moglichen Betriebsdauer von ca. 50 Stunden 
vergleichbar ist, iiber die gesamte Scheibenoberf lache 
opti sch ex nwandfrei . 

Bei Vervendung der erf indungsgemaBen Zinntargets mit Zu- 
satzen zeigte sich iiberraschenderweise ferner, dafi auch 
die Zahl der elektrischen Uberschlage und der damit durch 
sie von der elektronischen Schutzschaltung ausgelosten 
Kathodenabschaltungen geringer als bei einem Target ohne 
Zusatz ist. Das ist ein weiterer Vorteil der Verwendung 
eines Targets mit den genannten Zusatzen. Wie bereits ge- 
sagt, ist zwar eine gelegentliche Kathodenabschaltung fiir 
die Qualitat der Beschichtung noch nicht nennenswert nach- 
teilig, da durch sie der BeschichtungsprozeB nur kurz- 
zeitig unterbrochen wird. Das gilt jedoch nicht mehr, wenn 
sich solche Abschaltungen zeitlich hSufen, und die sta-~ 
tistische Wahrscheinlichkeit solcher Haufungen wird natur- 
gemafi geringer, wenn die Zahl der Abschaltungen insgesamt ' 
kleiner ist* 

Die in der vorstehenden Beschreibung sowie in den Anspruchen 
offenbarten Merkraale der Erfindung konnen sowohl einzeln 
als auch in beliebigen Kombinationen fur die Verwirklichung 
der Erfindung in ihren verschiedenen Ausf uhrungsf orroen 
wesentlich sein. 
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Anspriiche 



1. Verfahren zura Herstellen der Zinndioxid-Interf erenz- 
schicht (en) eines wenigstens eine warmeref lektierende 
Gold-, Silb'er- oder Kupferschicht sowie wenigstens eine 
Zinndioxid-Interferenzschicht aufweisenden Interf erenz- 
filters, insbesondere als warmeref lektierende Be- 
schichtung einer Glasscheibe oder dergleichen, durch 
reaktive MAGNETRON- Zerstaubung unter Verwendung eines 
Zinntargets f dadurch gekennzeichnet, daB fur die re- 
aktive MAGNETRON- Zerstaubung ein Zinntarget verwendet 
wird, welches einen Zusatz wenigstens eines Metalles aus den 
Gruppen V q oder V b des Periodischen Systems enthalt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi 
der Zinntargetzusatz zwischen 0,3 und 4 Gew.-%, bezogen auf 
die Zinnmasse des Zinntargets, betragt. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB 
der Zinntargetzusatz ca. 1 Gew.-%, bezogen auf die Zinn- 
masse des Zinntargets, betragt. 
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4. Verfahren nach einein der vorangehenden Anspriiche, da- 
durch gekennzeichnet , daB als Zinntargetzusatz Antimon 
verwendet wird. 

5. Zinntarget zur Durchftthrung des Verfahrens nach einem 
der vorangehenden Anspriiche, gekennzeichnet durch einen 
Zinntargetzusatz aus wenigstens einem Metall aus den 
Gruppen V Q oder des Periodischen Systems. 

6. Zinntarget nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, 
dafi der Zinntargetzusatz zwischen 0,3 und 4 Gew.-%, be- 
zogen auf die Zinnmasse des Zinntargets, betragt. 

7. Zinntarget nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Zinntargetzusatz ca. 1 Gew.-%, bezogen auf die 
Zinnmasse des Zinntargets, betrSgt. 

8. Zinntarget nach einem der Anspriiche 5 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Zinntargetzusatz Antimon aufweist. 

9. Warmeref lektierende Glasscheibe mit einer wenigstens 
eine warmeref lektierende Gold-, Silber- oder Kupfer- 
schicht sowie wenigstens eine Zinndioxid-Interferehzschicht 
aufweisenden warmeref lektierenden Beschichtung , dadurch 
gekennzeichnet, daB die Zinndioxidschicht (en) nach dem 
Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4 hergestellt 

ist bzw. sind. 
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